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2000年より 20年間,複合アニオン層状化合物 (Mixed anion layered compounds, MALC)は様々な

電気電子材料への応用が期待されている.[1, 2] MALCの 1つである LaCuChO (Ch = S, Se)はキャ

リア伝導層の逆 PbO型 CuCh層とキャリアブロック層の PbO型 LaO層が互いに積層した正方晶

をとり，その空間群は P4/nmm (No.129)である. Hiramatsuらは，非ドープのエピタキシャル薄膜

LaCuSeOにて,縮退伝導とみなせる高いキャリア濃度と低い電気抵抗率 (ρ)=数Ωcmが生じる機構

として, Cu欠陥に起因するキャリア生成を密度汎関数理論を用いて提案した.[3] 2014年にGotoら

は多結晶 LaCuSOに 1 at.%のCu欠陥を導入した LaCu0.99SOにおいて室温で ρ = 0.26 Ωcmの温度

上昇に対して ρの増加する電気的性質を報告する.[4]この ρは,非ドープのLaCuSOに比べ 100万分

の 1の小さい値である. 一方,多結晶 LaCuSeOは非ドープの状態で光学バンドギャップ 2.7 eV,活性

化エネルギー Ea = 0.63 eVの半導体であるが,非ドープの多結晶LaCuSeOに対して多結晶LaCuSO

とエピタキシャル薄膜 LaCuSeOで報告された Cu欠陥由来の低い ρは報告されていない.[5]すな

わち, LaCuChOにおける Cu欠陥による導電性の発現機構は LaCuChOのChサイトの化学種に依

存し,さらに厚さ 100 nm程度のエピタキシャル薄膜とバルク多結晶で異なると考えられる. 多結

晶 LaCuChOの縮退伝導を実現する化学組成を明らかにするため,多結晶 LaCu1−δS0.5Se0.5Oを δ =

0−0.02の範囲で作製し,その電気的性質を報告する. LaCu1−δS0.5Se0.5Oの高温電気抵抗率と近赤外

可視光紫外光 (UV-Visible/NIR)における反射率測定の解析結果を基に LaCu1−δS0.5Se0.5Oの導電性

と光学バンドギャップ内構造 (in-gap states)を明らかにする.[6]

δ = 0は室温で ρ = 0.1 MΩcmの絶縁体であった. δ = 0.01において,室温で ρ = 68 mΩcmを示し,

ρは温度増加に対して増加する. 本稿ではこの特徴を縮退半導体とする. 仕込みが δ = 0.02の単相

試料は,絶縁体であった. δ = 0.02において絶縁体となる主因は, Cu欠陥の仕込みに伴って生じる

Chサイトの欠陥による電荷の補償と考察される.
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